PNP-Silizium NF-Transistor BCX 23

BCX 23 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Metall-Gehduse 18 A3
DIN 41876 (TO-18). Besonders in NF-Vor- und Treiberstufen, sowie fir universelle Anwen-
dung bei héheren Sperrspannungen geeignet.

Typ [ Bestellbezeichnung W"f Jg
BCX23 | Q62702-C732 E= - ' %
135 52 —

Gewicht etwa 0,33 g MaBe in mm

Grenzdaten (7, = 25°C)

Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 126 \
Kollektor-Emitter-Spannung =Ucko 125 Vv
Emitter- Basis-Spannung —Ugro 5 \'
Kollektor-Strom £ 800 mA
Kollektor-Spitzenstrom ~Tem 1 A
Basis-Strom —1Ig 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 200 °C
Lagertemperatur . Ts —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung {7, = 25°C) Piot 450 mW
Gesamtverlustieistung (7 = 45°C) Piot 1,65 w
Warmewiderstand

Kollektor-Sperrschicht — Luft Renyu 390 K/W
Koliektor-Sperrschicht — Gehause Rinia 100 K/W
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BCX 23

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(_Ic =10 mA)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(—Ic =100 |.LA)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(—IE =100 [.LA)

Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung
(=Ic = 300 mA; —Ig = 30 mA)

Basis- Emitter-Séattigungsspannung
(_Ic = 300 mA; _IB =30 mA)
Kollektor-Emitter- Reststrom

(—Uce =100 V)

(—Uee =100V; Ty = 150°C)
Emitter-Basis-Reststrom

(—Ugs =4V)
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
("'Ic =100 mA; —Uge = 1 V)

(=Ic =200 mA; —~Uce =1V}

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(=Ic=10mA; ~Uce =5V, f =20 MHz)
Leerlauf-Ausgangskapazitat

(—Ucsg =10V, ~Ig=0; f=1 MHz)
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